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Banddiagramme von MS-Ubergangen A\‘(IT
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Austrittsarbeit von Metallen
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Banddiagramm n-Halbleiter
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Banddiagramm p-Halbleiter
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Grenzflachenzustande
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= Austrittsarbeit (Metall)
= Barrierenhohe (ohne Reduktion durch Spiegelladungen)

Neutrales Niveau der Grenzflaichenzustande (oberhalb E,)
Potentialabfall in der Grenzschicht
Elektronenaffinitat des Halbleiters

= Eingebaute Spannung

= Dicke der Grenzschicht

= Raumladungsdichte im Halbleiter

= Ladungsdichte der Grenzflachenzustande im Halbleiter
= Oberflichenladungsdichte im Metall

= Dichte der Grenzflichenzustinde

Dielektrizititskonstante der Grenzschicht (Vakuum)
Dielektrizitiatskonstante des Halbleiters
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Barrierenhohen fiir n-Si-basierte MS-Ubergange
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Barrierenhdhen fiir MS-Uberginge
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Elektron vor Metalloberflache - Spiegelladung A\‘(IT
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Spiegelladungseffekt in Silizium
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Banddiagramm mit Spiegelladungseffekt bei einem

MS-Ubergang (n-Halbleiter)
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Absenkung der Barriere durch lonenimplantation
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Erhohung der Barriere durch lonenimplantation A\‘(IT
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Anderung der Barriere durch lonenimplantation
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Transportprozesse A“(IT
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Stromkomponenten bei Schottky-Barrieren
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Dotierungs-Abhangigkeit des Kontaktwiderstands

WiSe 2021/22
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Kontaktwiderstand fur Silizium als Funktion der

Barriere
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Ohmsche Kontakte fur verschiedene Halbleiter A\‘(IT

Halbleiter Metall Halbleiter Metall
n-Ge Ag-Al-Sb, Al, Al-Au-P, Au, Bi, Sb, Sn, Pb-Sn n-ZnSe In, In-Ga, Pt, InHg
n-Si Ag, Al, Al-Au, Ni, Sn, In, Ge-Sn, Sb, Au-Sb, Ti, TiN n-SiC W
n-GaAs Au(0.88)Ge(0.12)-Ni, Ag-Sn, Ag(0.95)In(0.05)-Ge p-Ge Ag, Al, Au, Cu, Ga, Ga-In, In, Al-Pd, Ni, Pt, Sn
n-GaP Ag-Te-Ni, Al, Au-Si, Au-Sn, In-Sn p-Si Ag, Al, Al-Au, Au, Ni, Pt, Sn, In, Pb, Ga, Ge, Ti, TiN
n-GaAsP  Au-Sn p-GaAs Au(0.84)Zn(0.16), Ag-In-Zn, Ag-Zn
n-GaAlAs Au-Ge-Ni p-GaP Au-In, Au-Zn, Ga, In-Zn, Zn, Ag-Zn
n-InAs Au-Ge, Au-Sn-Ni, Sn p-GaAsP  Au-Zn
n-InGaAs Au-Ge, Ni p-GaAlAs Au-Zn
n-InP Au-Ge, In, Ni, Sn p-InAs Al
n-InSb Au-Sn, Au-In, Ni, Sn p-InGaAs Au-Zn, Ni
n-CdS Ag, Al, Au, Au-In, Ga, In, Ga-In p-InSb Au-Ge
n-CdTe In p-CdTe Au, In-Ni, Indalloy 13, Pt, Rh
p-SiC Al-Si, Si, Ni
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